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【序論】 炭化珪素(SiC)エピタキシャルウエ
ハの生産性を向上させるためには、Fig. 1 に示
す通り、製膜時に試料台(サセプタ)に形成され
る SiC 堆積物を素早く除去する必要がある。 

 

Fig. 1 SiC CVD の課題 
 

 そこで、熱分解炭素被膜によりサセプタを保
護し、三フッ化塩素(ClF3)ガスを用いて SiC 堆
積物を除去する方法(クリーニング)が提案[1]
されている。熱分解炭素被膜は 480℃以下の温
度域において ClF3 ガスに対して耐腐食性を有
している[2]。熱分解炭素被膜を設けたカーボ
ン基板上に粒子状 SiC を堆積させて除去を試
みた結果、緻密に形成された粒子状 SiC では
460℃の温度域において 70 分間 ClF3 ガスに曝
露しても堆積物の一部が残留[3]することがわ
かった。そのため、種々の形態の SiC 堆積物を
完全に除去するためには、クリーニング温度を
上げなければならない。そこで、純化処理を施
した熱分解炭素被膜に着目し、ClF3 ガスに対し
て耐腐食性を保ちうる最高温度と炭素原子間
結合状態を調査したので報告する。 
【実験】 熱分解炭素被膜を形成した高純度カ
ーボン基板(3 cm 角)に対してハロゲンガスに
よる純化処理を施した試料(東洋炭素製)を用
いた。基板を温度 400℃～580℃に昇温した後、
ClF3 ガス(関東電化工業)を常圧、濃度 100%、
流量 50 sccm において 10 分間導入した。ClF3

ガス曝露による被膜内部の構造変化を把握す
るため、熱分解炭素のグラファイト構造をレー
ザーラマン顕微鏡により分析した。 
【結果と考察】  Fig. 2 に未処理の試料と
500℃、570℃、580℃において ClF3 ガスに曝露
した試料の外観を示す。 

 
(a)未処理 (b)500℃ (c)570℃ (d)580℃ 

Fig. 2 ClF3 ガス曝露後の熱分解炭素被膜表面 

Fig. 2(b)に示すように、500℃においては表面
に変色はなく、Figs. 2(c), (d)に示すように
570℃では表面が主に赤色に変色し、580℃では 
中央から上端に亘り表面が膜状に剥離した。こ
のことから、ClF3 ガスに対する耐久温度は、既
往の研究[2]における 480℃から、純化処理によ
り 570℃に向上したことがわかった。 

純化処理によって ClF3 ガスに対する耐腐食
性が改善した理由を調査するため、ラマンスペ
クトルを比較した。その結果を Fig. 3 に示す。 

 
Fig. 3 既往の熱分解炭素試料[2]と 

純化熱分解炭素試料のラマンスペクトル 
 

炭素材料のラマンスペクトルにおいて、1580 
cm-1 付近の G バンドはグラファイト構造を、
1360 cm-1 付近の D バンドはグラファイト構造
の乱れを示す。Fig. 8 によれば、既往の試料に
比較して純化処理を施した試料では G バンド
の強度が増大し、D バンドの強度が減少してい
る。したがって、純化処理によりグラファイト
構造の割合が増大しており、これにより被膜内
部へのフッ素の侵入が抑制されたと思われる。 
【結論】  炭化珪素薄膜形成装置において、
試料台に付着する SiC 堆積物を素早く除去す
るため、試料台の保護膜として純化処理を施し
た熱分解炭素に着目し、ClF3 ガスに対する耐腐
食性を調査した。その結果、570℃以下におい
て ClF3 ガスに対して耐腐食性を有し、従来と
比較して 90℃向上していることがわかった。
純化処理により熱分解炭素被膜中のグラファ
イト構造の割合が増え、フッ素の侵入が抑制さ
れたため、耐腐食性が改善されたと推測される。 
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